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VI (АI – Cu, Ag; СIV – Ge, Sn; DІV – 
S, Se) з дефектами структури"  

Галян В. В. «Вплив модифікаторів (HgSe, 
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Новосад О. В. «Електричні, фотоелектричні 
та оптичні властивості монокристалів Cu1-

xZnxInSe2 та Cu1-xZnxInS2 та бар’єрних структур 
на їх основі»  

АНОТАЦІЯ 

Більшість активних центрів, які визначають 
електричні, оптичні, фотоелектричні 
властивості напівпровідників зв’язані з 
структурними дефектами, або комплексами 
дефектів. Встановлення природи структурних 
дефектів, механізмів їх взаємодії між собою і 
легуючими домішками, вивчення їх впливу на 
фізичні властивості напівпровідникових 
матеріалів є однією з найважливіших задач 
сучасної електроніки, оптоелектроніки і 
нелінійної оптики. В умовах підвищення ролі 
ядерної енергетики, космічних технологій 
великої актуальності набуває створення 
радіаційно стійких складних 
напівпровідникових матеріалів і сплавів на їх 
основі для електронних приладів, призначених 
функціонувати в полях підвищеної радіації. 
Тематика наукового осередку відповідає 
пріоритетним напрямкам розвитку науки і 
техніки  в Україні. 
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